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a- HP 4155 parametre analizörü yardımıyla bir bipolar tranzistor için VBE = sabit 
çıkı  öze rileri çıkartınız.
b- Elde etti iniz VBE = sabit çıkı  öze rileri yardımıyla  alçak frekans yoe çıkı
iletkenli inin VCE kolektör-emetör gerilimine göre de i imini bulunuz. 
c- VBE = sabit çıkı  öze rileri yardımıyla Geli tirilmi  Ebers-Moll modelinde Early 
olayını modellemek üzere öngörülen MF Early çarpanını ve mC BC jonksiyonu 
kapasite gradyan faktörünün nasıl belirlenebilece ini ara tırınız, bunun için bir 
yöntem öneriniz. 
d- Ölçüm yoluyla elde etti iniz verilerlerden ve önerdi iniz yöntemden 
yararlanarak ölçtü ünüz bipolar tranzistor için MF Early çarpanını ve mC kapasite 
gradyan faktörünü belirleyiniz.
e- Belirledi iniz parameter de erlerini ve ilgili model denklemlerini kullanarak  
ölçüm sonucu elde etmi  oldu unuz karakteristikleri bir kez de hesapla bulunuz. 
Hesap sonuçlarını ölçüm sonuçlarıyla kar ıla tırarak aradaki farkları
yorumlayınız.

Not: Her ö renci farklı bir bipolar tranzistor üzerinde ölçüm yapacaktır.
Bipolar tranzistorlar Elektronik Anabilim Dalı’ndan sa lanabilir.


